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1 . 2

Vynéalez se tyka oboru optiky, optoelek-
troniky a televizni techniky.

Vynélez Fe$i zplsob vyroby monokrysta-
18 halogeniddl jednomocné rtuti z préaskove
suroviny v ki'emenné ampuli.

Podstatou vynalezu je, Ze obsah vody vy-
chozi suroviny se pfed evakuaci ampule u-
pravi na 0,1 aZ 0,001 % hmotnostnich a
vzdédlenost rlstové plochy krystald od od-
parné plochy vychozi suroviny k priméru
ampule je v poméru 1:1 aZ 5:1, pfiCemZ
po dokondeni krystalizace je monokrystal v
ampuli temperovan v poloze vzniku z krys-
talizatni teploty po dobu do 10 hodin bez
tasové prodlevy na teplotu 20 °C, naleZ je
do dalsiho zpracovani odstinén vici svétlu
o vinovych délkdch pod 580 nm.
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Vynéalez 'se tykd zplsobu vyroby mono-
krystali halogenidii jednomocné rtuti =z
préskové suroviny v kfemenné ampuli.

Monokrystaly halogenidd jednomocné rtu-
ti jsou vyznatné svymi fyzikdinimi vlast-
nostmi, které predurduji jejich Siroké vy-
uziti v ¥ad#& technickych aplikaci, zejména
v optice, optoelektronice, televizni technice
a v daldich oblastech techniky. Pro tyto ap-
likace je vS8ak nutno vyrdabst uvedené Krys-
taly nejenom v odpovidajicich a Zadanych
rozmérech, ale také v dokonalé jakosti,
kterd je dana malou praskavosti vyroba-
nych krystali, minim&lni mozaicitou a bez
vnitFnich vad.

Tak napfiklad kvalita krystald halogeni-
dii jednomocné rtuti, vyrab&nych podle po-
stupli popsanych v popise vyndlezu k ¢&s.
autorskym osvédfenim ¢&. 147476 a Cislo
154 706 .neni, jak vyplyvd z ¢s. autorského
osvéddeni &. 155872 dostatend pro vybér
a pouZiti monokrystalické suroviny na vy-
robu funkénich Krystalovych elementd.
Krystaly neni moZno vyrobit v Zadnych roz-
mérech, neboi vykazuji nadklonost k pras-
kéni, tvorb& mozaiky a blokové struktury.
Ani autorskym osv&d¢enim €. 155 872 se ne-
podafilo zcela odstranit uvedené nedostat-
ky.
Jako vychozi suroviny pro vyrobu mono-
Kkrystall se pouZivd jak je zndmo za vy33i
teploty pfedem upraveného -a resublimova-
ného prasku pfislu$ného halogenidu rtutné-
ho. Uvedend metoda mé odstranit veSkeré
Skodlivé necistoty i vlhkost z plivodni suro-
viny a upravit ji na d&istotu, ktera zarufuje
rist kvalitativnich monokrystalfl.

Je znamo podle &s. autorského osvédéeni
¢. 155872, %e vhodné teplotni podminky
pro rdst krystalu jsou dany teplotnim roz-
mezim -3 °C aZ -}-10 °C mezi ¢4sti obsahu-
jici vychozi surovinu a €4sti, ve které roste
krystal.

V popise vyndlezu k &s. autorskému o-
svédteni ¢. 147 476 je popséan i zplisob tem-
perovani pripravenych monokrystald, kdy
se vyrobeny krystal premisti z krystalizac-
niho pasma do niZ3ich €&sti pecniho prosto-
ru, ve které probihd temperovani, jak se u-
vadi napfliklad s dvouhodinovou prodlevou
pFi 120 °C.

Dosavadni postup dalSiho zpracovdni mo-
nokrystalové suroviny na funkéni elemsnty
spofivd v otevieni ampule, vyjmuti krysta-
lu a jeho uloZeni aZ do doby zpracovéani.

Skute&né chemické pochody resublimace
se vSak dosud nepodafilo uspokojivé vy-
svétlit. Podle dosavadnich poznatkii se je-
vi, Ze pfi uvedeném postupu dochdazi ke slo-
Zitym chemickym reakcim, které vedou
pravd&podobn# ke vzniku neZddoucich me-
ziproduktdi. Vysledkem takto pFipravené vy-
chozi suroviny jsou monokrystaly méné
kvalitni, ndchylné k praskdni a vytvafeni
mozaikové a blokové struktury.

V dosud znamych podminkdch pFipravy
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Krystalt dochazi totiZz k variabilnimu a ne-

reprodukovatelnému vzdalovdni hrany ros-
touciho krystalu od vychozi, znafné objem-
né praskové suroviny. Tato proménliva
vzdélenost se projevuje ve zhorSenych krys-
talizatnich podminkdch a ve zhorSené kva-
lit&¢ krystali. Postup dlouhodobé temperacz
je rovnd% nevyhodny, protoZe pfi ném, jak
bylo zjiténo, dochédzi v disledku plasticity
k deformaci a poruSeni krystalu -do :stavy,
kde tento je jiZ technicky nepouZitelny.
Tento postup se vSak projevil jako mevyhod-
ny a to jak z moZného hlediska mechanic-
kého poskozeni krystalu pri jakékoliv ma-

nipulaci, tak i jeho pofkozeni optickém z

hlediska jeho fotosenzitivity, kdy dochdazi v
disledku jeho rozkladu k mneZddoucimu
zbarveni.

Uvedené nedostatky odstrafiuje zplsob
vyroby monokrystaldt halogenidii jednomoc-
né rtuti z prasSkové suroviny v kFfemenné
ampuli podle tohoto vynédlezu, jehoZ pod-
stata spo€ivd v tom, Ze obsah vody vychozi
suroviny se pred evakuaci ampule upravi
na 0,1 a? 0,001 % hmotnostnich a vzdale-
nost ristové plochy krystali od odparné
plochy vychozi suroviny k primé&ru ampule
je v poméru 1:1 aZ 5:1, pFitemZ po do-
konteni krystalizace je monokrystal v am-
puli temperovan v poloze vzniku z krystali-
zatni teploty po dobu do 10 hodin bez Ca-
sové prodlevy na teplotu 20 °C, nateZ je
do dalstho zpracovani odstingn vidi svétlu
o vinovych délkdch pod 580 nm.

Vysledkem tohoto zplisobu vyroby jsou
kvalitngjsi monokrystaly s daleko men3im
vyskytem vad a lepsi St&pnosti. V pritom-
nosti malych mnoZstvi obsahu H:0 ve vy-
chozi praskové suroving dochézi pFfi Kkrys-
talizadnich podminkdch v krystalizatnim
prostoru k chemické reakci, j2jimZ vysled-
kem je vznik chlorovodiku, ktery je pFito-
men v krystalizatnim prostoru i po ukon-
geni krystalizace a je ditkazem takovych
krystalizanich podminek, které vedou k
ristu kvalitnich monokrystald halogenidd
jednomocné rtuti.

Jedna z moZnych variant, které byly pro-
vedenym vyzkumem zjiStény a které zvy-
hodiiuji a zlepuji krystalizaéni podminky
je napiiklad upraveni krystalizatniho pro-
storu vhodnym uspof&dddnim tepelné -cha-
rakteristiky pece tak, aby pfed poféatkem
krystalizace do$lo k ‘transportu vychozi
praskové suroviny, umisténé plvodné na
spodni ¢asti ampule do nejoptimalné&jsi po-
lohy, kter4 je vzdéalena pouze né&kolik cen-
timetrd od hrany rostouciho krystalu.

Jevilo se proto utelné vypracovat postup
piipravy, pfi kterém by k popsanym neZéa-
doucim jevim nedochédzelo. Provedenym
zpGsobem se doSlo k poznatku, Ze urtité
minimélni mnoZstvi H20 naopak pozitivng
ovliviiuje krystalizatni proces.

Proto byl vypracovéan zplisob vyroby mo-
nokrystali halogenidi jednomocné rtuti z
praSkové suroviny, pii které se tato surovi-
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na upravi tak, aby obsahovala 0,1 aZ 0,001
hmotnostnich % H:O.

P¥ed zapotetim krystalizace a v jejim
dalsim pritbhu se vychozi surovina upravi
ze spodni ¢asti krystalizatniho prostoru do
vzdalenosti 1 a¥ 6 cm od ristové plochy
krystalu a pfi temperaci je monokrystal
ponechan v konegné krystalizaZni poloze a
temperovan z krystalizaZni teploty po do-
bu maximalng 10 hodin bzz fasové prodle-
vy na teplotu 20 °C.

Déale se po ukondeni temperace ampule
vyjme z krystalizatoru a celd nacerni a ne-
bo se jinym zphsobem zamezi piistupu elek-
tromagnetického vln&ni Skodlivych vino-
vych délek a uskladni do dalSiho zpracové-
ni monokrystalu.

Priklad 1

Praskovd surovina chloridu rtutnatého s
obsahem 0,05 hmotnostnich % H.O byla
vpravena do kiemenné ampule délky 250
milimetrd a o vniténim primé&ru 28 mm. Po-
té byla ampule se surovinou pFi teploté
22 °C evakuovédna na vakuum 5.1072 Pa a
zastavena. Ampule byla vloZena do krystali-
zatoru a zahtata tak, Ze teplota spodni Cas-
ti ampule byla upravena na teplotu 470 °C

a teplota v horni £asti ampule v délce 5 cm -

v mistech rfistu krystalu na teplotu 480 °C,
pFitem? prostor mezi témito dvéma teplot-
nimi zoénami mél teplotu 450 °C. Toto roz-
loZeni teploty bylo zaji§téno vhodnym uspo-
tadanfm tepelnych izolaci. Timto usporada-
nim byla pfetransportovdna surovina ze
spodni $&sti do prostoru se sniZenou teplo-
tou aZ do vzdalenosti 5 cm od hrany rostou-
ctho krystalu. V tschto podminkdch rostl
krystal rychlosti 2 mm za 24 hodin. Po u-
konteni krystalizace byl krystal tempero-
van rovnomérnym snizovanim teploty rych-
losti 80 °C/hodinu. Po temperaci byla am-
pule vyjmuta a ponofena do Cerné, svétlo
nepropoustéiici barvy a uskladnéna. Po 14-
dennim skladovani byla ampule oteviena a
monokrystal vyjmut. PFi otevieni ampule
dodlo k tdniku plynného chlorovodiku. Vy-
jmuty monokrystal byl pouZit ke zhotoveni
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Glann-Thompsonova polarizatoru  vysokeé
kvality.
Pfiklad 2

Pracovni postup byl stejny jako v piikla-
du 1. Hmotnostni % H.O ve vychozi pras-
kové suroving bylo niz8i a mélo hodnotu
0,03 hmot. %. Evakuovani provedeno pii
teplotd 25 °C na vakuum 8.107% Pa. Teplo-
ta obou teplotnich zon byla 480 °C, teplota
mezi zonami 460 °C a vzdédlenost rfistove
plochy krystalu od pietransportované suro-
viny byla 3 cm. Vypéstovany monokrystal
byl temperovéan rychlosti 80 °C/hod. Ampu-
le byla zabalena do n&kolikandsobné hlini-
kové folie a skladovana 25 dnf. Po otevie-
ni ampule do$lo k unikadni plynného chloro-
vodiku. Krystal byl pouZit k pfipravé akus-
tooptického deflektoru, ktery vykazoval vy-
soce kvalitni difraktovanou stopu prochéaze-
jictho laserového paprsku.

Pitikliad 3

Praskovd surovina bromidu rtuiného s
cbsahem 0,02 hmotnostnich % H.O byla
vloZena do kiemenné ampule dlouhé 250
milimetrii, na jednom konci zGZené pod -
hlem 30°. Pak byla evakuovana pfi teploté
5.10-2 Pa a zatavena. Ampule byla zahtata
v krystalyzatoru tak, Ze teplota spodni Gas-
ti se surovinou dosahla teploty 430 °C a tep-
lota v mistd riostu krystalu byla 410 °C.
Vhodnym uspoiadanim tepelnych izolaci
krystalyzatoru bylo dosaZeno pletranspor-
tovéani suroviny do vzdéalenosti 4 cm od riis-
tové roviny krystalu. Teplota mezi zonami
byla 380 °C. V tomto teplotnim uspoiadéani

rostl krystal rychlosti 3 mm za 24 hodin. Po

skonteni ristu byl krystal temperovan rov-
nomérnym sniZovdnim teploty rychlosti
70 °C/hod, na teplotu ckoli. Ampule s krys-
talem byla vyjmuta, zabarvena svétlo ne-
propoust&jici barvou a uskladnéna. Po 14-
dennim skladovani byl z ampule vyjmut
krystal. Z krystalu byl vyroben Wollastontv
polarizator vysoké kvality.

PREDMET VYNALEZU

Zpiisob vyroby monokrystall halogenidd
jednomocné rtuti z praSkové suroviny v
kiemenné ampuli, vyznaeny tim, Ze obsah
vody v§chozi suroviny se pred evakuaci am-
pule upravi na 0,1 aZ 0,001 0% hmotnostnich
a vzdélenost ristové plochy krystalt od od-
parné plochy vychozi suroviny k primeéru

ampule je v pomdru 1:1 aZ 5:1, pfifemZ
po dokoné&eni krystalizace je monokrystal v
ampuli temperovdn v poloze vzniku z Krys-
talizatni teploty po dobu do 10 hodin bez
gasové prodlevy na teplotu 20 °C, naCeZ je
do daldtho zpracovdni odstin&n vali svét-
lu o vlnovych délkdch pod 580 nm.
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